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1. 背景 

波長 280nm 以下の紫外光検出器は人体に有害

な紫外線検出や火炎検出，殺菌・医療にも応用が

期待される半導体素子である．我々は酸化物半導

体である酸化ガリウムに着目している．酸化ガリ

ウムは様々な結晶構造を持つことが知られている

が[1]，その中でもコランダム構造の酸化ガリウム

(-Ga2O3)はバンドギャップが特に広く，約 5.3 eV

である．また，同じコランダム構造を持つ酸化物

半導体は数多く，それらを用いた混晶製作による

バンドギャップの調整やヘテロ接合製作が実現可

能である[2]．しかしながら，-Ga2O3 の電気的特

性は絶縁体に近い． 

一方で，ミスト化学気相成長 (Mist Chemical 

Vapor Deposition：ミスト CVD)法は，大気開放型

の安全・省エネルギーな成長方法である[3]．近年，

この手法による高品質-Ga2O3 薄膜の成長[4]およ

び Sn を添加することによる導電性制御が報告さ

れている[5, 6]． 

本研究では，ミスト CVD 法により成長させた

-Ga2O3 薄膜を用いてソーラーブラインド光検出

器の製作を行ったので報告する． 

 

2. 実験方法 

-Ga2O3 薄 膜 は ミ ス ト CVD 法 に よ り

(0001)-Al2O3 基板上に成長させた．成長温度は

400~500C で変化させた．原料はガリウムアセチ

ルアセトナート粉末および塩化すず二水和物粉末

を用いて，塩酸を少量加えた超純水に溶かして使

用した．これらの原料溶液を混ぜてミスト発生装

置により霧状にし，キャリアガスにより基板のあ

る管状炉まで送り成長させた．キャリアガスは窒

素ガスを用い流量を調整して使用した． 

光検出器は成長温度 450C で成長した-Ga2O3

薄膜を用いて製作した．-Ga2O3 薄膜に電子ビー

ム蒸着器によりショットキー電極(Ni/Au)および

オーミック電極(Ti/Al)を蒸着し形成した． 

 

3. 実験結果および考察 

Fig. 1 に成長した-Ga2O3薄膜の XRD 2-測定

結果を示す．成長温度 500C の薄膜では ( 4
_

02)-Ga2O3 の回折ピークおよび(0006)-Ga2O3 の

回折ピークが観測された．成長温度 450C および

400Cの薄膜では(0006)-Ga2O3の回折ピークのみ

が観測され，支配的な成長を確認した．成長温度

の上昇に伴い，熱的に安定である相が観測され

たと考えられる． 

Fig. 2 に成長温度 450C で成長した-Ga2O3 薄

膜による光検出器のデバイス構造を示す．電流-

電圧(I-V)測定を Fig. 3 に示す．測定結果より良好

な整流特性を確認した． 

Fig. 3 に光応答測定結果を示す．測定結果より

バンドギャップの約 5.3 eV 付近がら光応答の増

加を確認した．また，4.2 eV 付近にピークが観測



された．これは Sn 添加と同時に形成された欠陥

準位または Ga2O3の本質的な欠陥による吸収の可

能性と考えられる． 

 

4. 結論 

 ミスト CVD 法により(0001)-Al2O3基板上 Ga2O3

薄膜成長を行い，その薄膜による光検出器を製作

した．XRD 2-測定結果から-Ga2O3の支配的な

成長を確認した．製作したソーラーブラインド光

検出器の光応答測定からバンドギャップの 5.3 eV

付近から光応答の増加を確認した． 

 

 

Fig. 1 -Ga2O3薄膜の XRD 2-測定結果． 

 

      

Fig. 2 デバイス構造． 

 

 

Fig. 3 光検出器の I-V 測定結果． 
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Fig. 4 ソーラーブラインド光検出器 

の光応答測定結果． 
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